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Beschreibung 

Die Erfindung bcthfft cine integrterte Hslbleiteran- 
ordnung und ein Verfahren zu deren Herstellung nach 
dem Oberbegrif f der Paientansprflehe 1 . 8 und 1 0. 5 

Die Erfindung findet Anwcndung bei der Hersteihing 
von sogenannten CMOD-Schaltungen. Dicse Schaltun- 
gen en thai ten jnindestens cine Scrienscbahung a us zwei 
komplementaren MOD (module tionsdoUert en)- Feidef- ' 
fckttransistorcn (MOD-ht, 1 Jl z. B. cine Serienschaltung 10 
aus eincm n-Kanal-MODFET und einem p-Kanal- 
MODFET. MODFET besitzen hohe Ladungstragerbe- 
weglichkeiten. so daO CMOD-Schaltungen hohe SchaJt- 
geschwindigkeiten erreichen. Einc derartige SchaJ- 
tungsanordnung 1st aus der DE-OS 37 31 000 bekanni is 
bei der auf einem Si-Substrat zwei MODFET nebenein- 
ander angeordnet sind und die gleiche KanaJ-Halblei- 
icrschichten/olgen besitzen. Derartig angeordnete 
CMOD-Schaltungen erfordern lange elektrische ZuJch 
tungen und es cntstehen relativ groOe Bahnwiderstande. 20 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde. 
cine gattungsgemlfic HaJbleiteranordnung und ein Ver- 
fahren zu deren Herstellung anzugeben, bei der kom- 
pakte, kurze elektrische Zuleitungen herstellbar sind. 

Diese Aufgabe wird geldst durch die im kennzeich- 25 
nenden Teii der Patentansprucbe 1. 8 und 10 angegebe- 
nen MerkmaJc Voneilhaf te AusgestaJtungcn und/odcr 
Weiterbildungen sind den UnteransprOchen entnehm- 
bar. 

Die erfindungsgem&Oe CMOD-Anordnung hat den 30 
Vorteil, daB die kom piemen tlren MODFET ubcr ein en 
gemeinsamen Gate-Kontakt ansteuerbar sind. Deswei- 
teren ist such die MODFET- Anordnung so gewAhlt. daO 
ledigl'ich ein Drain kontakt benotigt wird. Dadurch sind 
kompakte und kurze elektrische Zuleitungen fur die js 
CMOD-Anordnung herstellbar. 

Bei den vertikal angcordnete n ko mplementaren 
MODFET werden bekanntc MODFET- Strukturcn fur 
die Einzelbauelememe verwendet. Der Aufbao der Ein- 
zelbauelemente kann jedoch im Hinblick auf die Ge- 40 
samtanordnung optimiert werden. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von AusfOh- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf schemaiische 
Zcichnungen niher criluierL 

In Fig. I ist die Kontaktierung der erfindungsgemi- 43 
Oen CMOD-Anordnung schematise)! dargestelll 

Die Fig. 2 und 3 zeigen beispielhafte Halbleiter- 
schichtenfolgen fflr vertikal angeordnete kompiementtr 
MODFET. 

In den Fig. 4 und 5 sind die Vcrfahrcnsschritte zur so 
Herstellung von vertikalen und lateraien CMOD-An- 
ordnungen angegeben. 

Urn eine ICo ntakt ierung gemlB Fig. 1 von komple- 
mentaren MODFET zu ermogHchen, ist es beispielswei* 
se vortcilh af t einen n-MODFET Ober einen p- MODFET 53 
anzuordnen, FOr die Herstellung einer deranigen An- 
ordnung wird beispielsweise auf einem p" -Si-Substrat 1 
eine Halbleiterschichtenfolge aus 

- einer undotierten Si&sGeoj-Schicht 2 mit einer » 
Schichtdicke von 10 bis 50 run, 

- ciner p - p + p " - Si-Schkhtenfolge 3, 4, 3 mit einer 
Oesamtdickc von erwa 50 nm, 

- einer p^-doiicrten Atzstoppschicht 13 aus Si 
oder SiGe mit einer Schichtdicke von etwa 20 nm &s 

- einer undotierten Puff erschicht 6 aus SiojsOeojs 
mit einer Schichtdicke von etwa 300 nm, 

- einer undotierten Si-Schicht 7 mit einer Schicht- 
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dtcke von 10 bis 50 nm 

- einer n-n^n* -Si i^.Ce.-Schicbtenfolge * 9. 10 
mit einer Gesamtschichtdicke von etwa 30 nm und 
einem Ge-Anteil von x m 0,5, 

- eine n~-dotienen Si-Schicht tl mit einer 
Schichtdicke von etwa 20 nm. und 

- einer n + -dotierten Konuktschicht 12 aus Si mit 
einer Schichtdicke von etwa tO nm aufgebracht 
(Rg.2). 

Di e aktiven Bauelementschichten for den p-MOD- 
FET sind die Schichten 2 bis 5 und fUr den n-MODFET 
die Schichten 6 bis II. Die Ladungstrager werden bei 
einem deranigen Schichtaufbau jeweils aus der hochdo- 
rienen Si-Schicht 4 bzw. SiGe-Scbichi 9 in die p-ICanal- 
schicht des p-MODFET. die SiosOeco- Schicht 2. bzw. in 
die n-Kanalschicht des n-MODFET. die Si-Schicht 7, 
trartsportierL An der Grenzschicht zwischen der 
SiojGeaa-Schicht 2 und der p " Si-Schicht 3 wird ein 
zweidimensionaies Locherga* (2DHG) erzeugt. An der 
Grenzschicht zwischen der Si-Schicht 7 und der n --Si- 
Ge- Schicht 8 wird em zweidimensionaies EJektronengas 
(2DEG) erzeugL Die zusatzliche Kontaktschicht 12 ver- 
bessert die IContaktfibigkeh der Source- und Drain- 
Kontakte des n-MODFET. Die zusatzUche hochdotiene 
Si- oder SiGe- Schicht 13 kann einerseits ais Kontakt- 
schicht for den p-MODFET verwendet werden ais auch 
ais Atzstoppschicht da zur Strukturierung des p- MOD- 
FET die Halbleiterschichten 6 bis 12 bcrcichsweise wcg- 
gettzt werden. 

Der Schichtaufbau der komplementaren MODFET 
kann auch durch weitere. fur herkommliche MODFET 
GbJiche Modifikauonen abgeandert werden. So kann 
z. B. die Pufferschicht 6 weitere Heterostrukturschich- 
ten oder ein Obergitter aus Si- und SiGe-Schichten eni- 
halten. 

Die in Fig. 2 angegebene Schichtenfolge kann auch 
derart abgeandert werden, dafl die p- MODFET- Schich- 
ten 2 bis 5 Ober den n-MODFCT-Schichten 6 bis 11 
auf ge wachsen werden. 

AuGerdem kann auch die folgende Halbleiterschich- 
tenfolge (Fig. 3) fur eine CMOD-Anordnung. bei der 
r B. der p- MODFET Obex dem n-MODFET liegt. ver- 
wendet werden. Der p- MODFET besitzt einen p-Kanal 
aus einer Ge-Schicht 2a. 

FOr den n-MODFET ist auf dem Si-Substrat 1 eine 
Si i-,Ge r Schicht 6a mit einem Ge-Anteil x > OA und 
einer Schichtdicke von > 0,5 ujb ais Puffer aufgewach- 
sen, urn die mechanischen Verspannungen auszuglei- 
chen, die durch unterschiedliche Gitterkonstanten des 
Si-Substrats und der Si-Ge- Schichten 7 bis 10 des 
n-MO DFET zusiande kommen. Zwischen der n-MOD- 
FET- Schichtenfolge und der darauf abgeschiedenen 
p- MODFET- Schichtenfolge sind eine n*-dotierte Atz- 
stoppschicht 13 a und ein sog. Spacer 6b aufgewachsen. 
Der Spacer 6b besteht z. B. aus einer SiojGeej-Schicht 
mit einer Schichtdicke von etwa 50 nm (Fig. 3). Die 
Schichten 6a, 6b konnen auch betde ais Pufferschichten 
ausgebildet werden. wo bei die Schicht 6a aus 
SaajsGeejs mit einer Schichtdicke von erwa 50 nm und 
die Schicht 6b aus SioosGeojs mit einer Schichtdicke 
von 200 nm besteht 

Zut Herstellung einer geeigneten CMOD-SchaJtung 
mit einer kompakten, kurzen Konukiiemng wird aus- 
gchend von den oben beschriebencn Halbleiterscbich- 
tcnfolgcn die oberc MODFET-Schichtenfolge bis zur 
Atzstoppschicht 13 bcreichsweise sbgetra^en, etwa 
durch Mesa-Atzen. AnschlieBeod wird die Atzstopp- 
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schicht 13 bis zur Schicht 5 entfemL Es entsteht die 
mesaf6rmige obere MODFET-Stm ktur 1 4 (Fig. 4a). 

Danach wird die untere MODFET-Schichtenfolge 
mesafCrmig abgeatzi derart, dafi zwischen der oberen 
und unteren MODFET-Struktur 14. 15 ein Gate-Zulet- 5 
tungs- Bereich 16 frcigelegt wird. AuBerhalb der MOD- 
FET-Stmkturen 14. 15 und im Gate- Zuleitungs- Bereich 
16 liegt das Substrat 1 frei (Fig. 4b). Gegebenenfalls ist 
es fGr eine einfachere Leiterbahnenfuhrudg uber die 
Mesaflanken und eine bessere Justiermoglichkeit fQr die 10 
Atzmasken vorteilhaft. ci nen B ereich 17 zwischen der 
oberen und unteren MODFET-Struktur 14. 15. als Srufe 
einzubringen. (Fig. 4b). AnschlieBend erfolgt die Struk- 
turiemng der Source*, Drain- und Gate- Kontakte. Die 
Source- Kontakte (18, 18a) we rden auf der Oberflache ts 
der oberen und unteren MODFET-Struktur 14, 15 ge- 
trennt angcordnct (Fig. 4c). Ein gemeinsamer, die 
MODFET-Strukturen 14, 15 Uberiappender Drain-Kon- 
takt 19 wird auf der Oberfllche der MODFET ange- 
bracht (Fig. 4c). Die elekthschen Zuleitungen 21b, 21c 20 
zu den Source* und Drain- Kontakte n 18. 18a, 19 fOhren 
Ober die Mesaflanken der MODFET-Strukturen 14, 15 
auf das Substrat 1. Die eiekthschen Zuleitungen kdnncn 
auch uber ein au/ der MODFET-Oberfliche an den Me- 
sailanken aufgebrachtc passivierende Schicht gefOhn 39 
werden. 

Da nur wenige Kontaktmaterialien, z, R. geterapertes 
Aluminium, einige Silizide, geeignet sind. sowohi auf et- 
ner n- als auch p-leitenden Schicht aufgebracht zu wer- 
den, ist es vorteilhaft, unters chied lich Icitfahige Zonen 30 
auf der Oberfllche der MODFET-Strukturen 14, 15 fur 
die ohmschen Kontakte zu implantieren oder geeignete 
ohmsche Kontakte aus unterschiedlicheo leit/ahigen 
Materiaiien auf den MODFET-Oberflachen aufzubrin- 
gen und anschlieOcnd eine einhettliche MetaJlisierung 35 
z. B. mit Al. durchzufOhren. Dadurch wird die Kontakt- 
fahigkeit der Source- und Drain- Kontakte optiraiert 
und es wird ein fOr die Koniakibi Idung bei gleichzei tiger 
Herstellung der ohmschen Konukte notwendiger Tem- 
perschritt eingespart 40 

Nach der Herstellung der ohmschen Kontakte 18, 
18a, 19, die enrweder beim Legieren oder Aktivieren der 
implantierten n*- und p* -Zonen einen Temperschrin 
erfordem, wird der Gate-Kontakt 20 hergestellt 
(Fig. 4c). Es wird eine gemeins ame deo o- und p- Bereich 45 
der oberen und unteren MODFET-Struktur 14, 15 Ober- 
lappender und uber den Gate- Bereich 16 fQhrender Ga- 
te-Kontakt 20 aufgebracht FQr eine Si/SiGe-CMOD- 
Struktur eignen sich zur Herstellung etnes Gate als 
Schottky-Kontakt z> &Ti oder M0S12 oder CrSb. so 

Alternativ kann auch ein MLS-Cate mit eincr dunnen 
Isolatorschicht von etwa 20 bis 50 nm unter dem metalli- 
se hen Gate-Kontakt hergesteQt werden. Die eJektrische 
Zuleitung 21a zum Gate-Kontakt 20 wird zwischen den 
MODFET-Strukturen 14, 15 im Bereich 16 auf dai Sub- 55 
strat 1 aufgebracht 

Fur die elektrischen Zuleitungen f Or die Gate-, Sour- 
ce* und Drain- Kontakte wird z, B. Al oder TiAu verwen- 
deL Die elekthschen Zuleitungen sind moglichst dick 
gestaitet mit einer Dicke von mindestens 0,2 ujn. 60 

Ein wei teres Ausfuhrungsbeispiel fQr eine CMOD- 
Anordnung ist eine laterale Anordnung der MODFET. 
Zu deren Herstellung wird eine HalWciterschichtenfol- 
ge gemaB der DE-OS 57 31 000 verwendct bet der auf 
einem Si-Subs trat 1 eine undotierte SOe-Pufferschich- m 
ten 2 und darauf die KanaJschichten 24, 25, 26 aus i-Si, 
i-SiGe und i-Si aufgebracht sind (Fig. 5a). 

In dieser Scfaichtcnfolge werden die Ladungstrlger 
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aus implanuerten Beretchen 27. 28, 29, 30 lateral in den 
n- und p-KanaJ abgegeben. Die implantierten Bereiche 
27, 28 fur z. B. p-Leitung und die implantierten Bereiche 
29, 30 fur z. B. n-Leitung werden gemaB Fig. 5a hinter- 
einander in die Halbleiterschichtenfolge eingebracht 
Die Tiefe der Implaniauonsbereiche 29. 30 muQ uber die 
i-SiGe-Schicht 25 hinausreichen in der das 2DHG 31 
erzeugt wird (Fig. : 5a). Die Implantatjonsbereiche 27. 
28 musseh bis in die i-St-Schicht 24 "ausgebildet" werden, 
da sich in der i-Si- Schicht das 2 DEG bildet Das Impian- 
tationsprofil der Bereiche 27, 2ft. 29. 30 mu6 eine gchnge 
Oberflachenkonzentrationf < 10 17 cm" 3 ) und eine hone 
Konzentraiion ( > lO^cm-* von Ladungstragern im Be- 
reich des 2DHG bzw. 2D EG aufweisen. Dadurch ist 
gewahrletstet. daO ein guter Schottky-Kontakt als Gate- 
Kontakt auf der Oberflache der CMOD- Anordnung. 
der die Implantations bereiche 27, 28 bzw. 29. 30 Qber- 
lappt. hergestellt isL AuBerdem wird dadurch eine hohe 
Ladungstragerflachendichte im 2DHG bzw. 2 DEG er- 
zielL Derartige ImplantaUonsprofile werden erreicht. 
z. B. mit Implantaten wie BF2 oder As bei Enerjrien um 
20 keV. 

Da sich jedoch gering dotierte Bauelementobcrfll- 
chen fur ohmsche Kontakte nur sehr schlecht eignen. 
werden vorzugsweise zusatzlich zu den implantierten 
Bereichen 27, 28, 29 30 n+- bzw. p* -dotierte Zonen 32. 
33, 34. 35 in die Halbleiterschichtenfolge eingebracht 
(Fig. 5b). Auf diese hochdooerten Zonen 32, 33, 34, 35 
werden gemlB Fig. 5c die Source- und Drain-Kontakie 
36, 37, 38 mit geeigneten Metallisierungsverfahren auf- 
gebracht. Die Source- Kontakte 37, 38 sind getrennt auf 
der CMOD- Anordnung aufgebracht. Als Drain- Kon- 
takt fur den n- MODFET und den p- MODFET ist ein 
gemeinsamer ohmscher Kontakt geeignet Anschlie- 
Bend wird ein gemeinsamer Gate* Kontakt 39 zwischen 
den Source -Kontakt en 37, 38 und dem Drain- Kontakt 
36 hergestellt (Fig. 5c> Der Gate-Kontakt 39 ist so di- 
mensioniert, daO er die n- und p- Bereiche 27. 28, 29. 30 
Qberlappt Dadurch wird eine seitliche EinschnOrung 
des 2DHG bzw. 2 DEG durch eine tiefe Raumladungs- 
zone unter einer gering dotierteo Oberflache z. B. der 
i-Si-Schicht 26 vermieden. Die elektrische Gate-Zulei- 
tung 40 ist zwischen den Source- Kontakten 37, 38 ange- 
ordnet. 

Als Kontaktmateriaiien eignen sich fQr diese Si/Si Ge- 
CMOD- Anordnung AL oder Silizide. 

Die Erfinduog ist nicht auf die in den Ausf uhmngsbei- 
spielen angegebenen Materiaiien beschrankt. FQr eine 
vertikale CMOD- Anordnung gemaB den Fig. 4a — c eig- 
net sich beispielsweise eine Halbleiterschichtenfolge auf 
einem semusolierenden GaAs-Substrat aus 

- einer undotierten GaAs-Schicht, 

- einer p " -dotierten GaAlAs-Schicht ais Spacer, 

- einer p* -dotierten GaAl As- Schicht, 

- einer p" -dotierten GaAs-Schicht. 

- einer Puf ferschicht aus GaAlAs oder Ga As, 

- einer undotierten GaAs-Schicht, 

- einer n " dotierten GaAl-Schicht als Spacer. 

- einer n * -douenen GaAJ As- Schicht. 

- einer n~-douenen GaAlAs-Schicht als Spacer, 
und 

- einer n ~ -dotierten GaAs-Schicht 

FQr eine laterale CMOD- Anordnung gemaB den 
Fig. 5a— c eignet sich z, B. eine Halbleiterschichtenfolge 
auf ein GaAs-Substrat aus 
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— einer GaAs-Pufferschicht 

— einer undotierten GaAs-Schicht 

— einer undotierten GaAlAs-Schicht und 

— einer undotierten GaAs-Schicht 

5 

Als Implantationsmaterial fur die p-Bereiche eignet 
sich z. B. Be und for die n-Bereiche SI 

Paten tansprQche 

10 

1. Lntegriene Halbleiteranordnung, bei der auf ei- 
nem Halbieitersubstrat mindestens zwei komple- 
mcnUre modulationsdotiene Feldeffekttransisto- 
ren (MODFET) angeordnet sind. dadurch gekenn- 
zeichnet. 13 

— daB zumindest zwei komple men tare MOD* 
FET vertikal Oder lateral hintereinander au/ 
einera Halbieitersubstrat angeordnet sind. 

— daB die komplementaren MODFET einen 
gemeinsamen symmetrisch abgreifbaren Ga- 70 
te-Kontakt besitzen. und 

— daB fur die komplementaren MODFET ein 
gemeinsamer Drain- Kontakt aus gletchem 
KontaktmatehaJ herstellbar ist 

2. Integrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 25 
t. dadurch gekennzeichnet 

— daB die kompJementlren MODFET h inter - 
einander vertikal angeordnet sind. und 

— daB die L&dungstrager aus einer hochdo- 
lierten HaJbleitcrschicht des jeweiligcn jo 
n-MODFET und p-MODFET vertikal in den 
n-KanaJ oder p-Kanal der MODFET trans por- 
tiert werden. 

X Integrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 
2, dadurch gekennzeichnet. daB auf einem Si-Sub- 35 
strat (t) einc Si/SiGe -Halbleiterschichtenfolge fur 
mindestens zwei kom piemen tire MODFET aufge- 
wachsen ist so daB cine Halblctterstraktur entsteht 
bei der der n-MODFET Uber dem p-MODFET an- 
geordnet ist 40 

4. Integrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 
2. dadurch gekennzeichnet. daB auf einem Si-Sub- 
strat (1) cine Si/SiGe-Halbleiterschicht enfo lge fur 
mindestens zwei komplcmentare MODFET auf ge- 
wachsen ist, so daB eine Halbleiterstruktur ent- 45 
stent bei der der p- MODFET uber dem n-MOD- 
FET angeordnet ist 

5. Integherte Halbleiteranordnung nach einem der 
vorhergehenden Anspruch e, dadurch gekennzeich- 
net daB sich das zweidimeitsionale Lochergas so 
(2DHG) des p-MODFET an der Grenzschicht zwi- 
schen einer undotierten SiGe-Schicht und einer 
p"-dorierten Si*Schicht bildet 

6. Integrierte Halbleiteranordnung nach einem der 
vorhergehenden AnsprOche I bis 4. dadurch ge* 55 
kennzeichnet daB sich das zweidimensionaie Lo- 
chergas (2DHG) an der Grenzschicht zwischen ei- 
ner undotierten Gc-Schicht und einer p"-dotierten 
SiGe-Schicht bildet 

7. Integrierte Halbleiteranordnung nach einem der to 
vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeich- 
net daB sich das zweidimensionale Elektronengas 
(2DEG) an der Grenzschicht zwischen einer undo- 
rienen Si-Schicht und einer n~-doticncn SiGe- 
Schicht bildet 6S 
&. Verfahren zur Herstcllung einer integrierten 
Halbleiteranordnung nach einem der vorhergehen- 
den AnsprOche. dadurch gekennzeichnet 



167 Al 

6 

— daB auf ein Halbieitersubstrat (l)eine Halb- 
leiterschichtenfolge fur komplementare 
MODFET epitaktisch aufgewachsen wird. die 
zwischen der n- und p-MODFET-Struktur ei- 
ne hochdonerte Atzstoppschicht(13) enthllt 

— daB die obere MODFET Schichtenfolgc bis 
zur Atzstoppschicbt (13) teilweise durch Mesa- 
Atzen entfernt wird und cine obere MODFET- . 
Stmktur (14) hergestellt wird. 

— daB anschliefiend die Atzstoppschicht (13) 
entfernt wird und die untere MODFET-Struk- 
tur (15) durch Mesa- Atzen hergestcllt wird 
derart daB auBerhalb und zwischen der obe- 
ren MODFET-S truktur (14) und der unteren 
MODFET-Struknir (13) das Substrat freigc- 
legt wird und ein Gate-Bereich (16) hergestcllt 
wird (Fig. 4b), 

— daB anschiieBend die Source- und Drain- 
Kontakte (18, 18a. 19) hergestcllt werden. der- 
art daB die Source- Kontakte (18, 18a) auf der 
Ober flache der unteren und oberen MOD- 
FET- Stmktur (14, 15) getrennt angeordnet 
werden oder ein gemeinsamer. die MODFET- 
Strukturen (14, 15) Bberlappender Drain- Kon- 
takt (19) hergestellt wird. 

— dafi etn die obere und untere MODFET-. 
Struktur (14. 15) uberlappcnder Gate-Kontakt 
(20) hergestellt wird, 

— daB die elektrischen Zuleitungen (21a. 21b, 
21c) zu den Source-. Drain- und Gate-Kontak- 
ten auf dem Substrat (1) gefuhrt werden. und 

— dafi die Gate-Zuleitungen (21 a) zwischen 
den Source- Kontakten (IS, 18a) im Gate-Zu- 
leitucgs-Bereich (16) gefuhrt wird (Fig. 4c), 

9. Integrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 

I, dadurch gekennzeichnet 

— daB die komplementaren MODFET hinter- 
emander lateral auf dem Substrat angeordnet 
sind, und 

— daB die Ladungstrager aus implantierten 
Bereichen lateral in den n- und p-Kanal der 
MODFET transport iert werden. 

ia Verfahren zur Herstellung von Source-. Drain- 
und Gate- Kontak ten fur eine integrierte Halblei- 
teranordnung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet 

— daB in die n- und p-implanrierten Source - 
und Drain- Berciche (27, 28. 29. 30) der komple- 
mentaren MODFET n+- und p^implanuerte 
Zonen (32. 33. 34. 35) fOr die obmschen Kon- 
takte eingebracht werden (Fig . 5b). 

— daB mit einem geeigneten Metaitisierungs- 
verfahren ein gemeinsamer Drain- Kontakt 
(36) und getrennte Source -Kontakte (37, 38) 
auf der Oberflache der CMOD-Anordnung 
hergestellt werden. 

— daB zwischen Source- und Drain-Komak- 
ten (36, 37, 38) ein Gate-Kontakt (39) einge- 
bracht wird (Fig. 5c\ 

— daB der Gate-Kontakt (39) derart dimensio- 
niert wird, daB das Gate- Metal) mit den im- 
plantierten Source- und Drain- Bereichen 
Uberlappt und 

— daB die elektrische Gate-Zuleitung (40) zwi- 
schen den Source- Kontakten angeordnet wird 

II. Integrierte Halbleiteranordnung nach einem 
der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Gate-Kontakt als Schottky-Kon- 
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taktausgebildet isL 

12. Imegrierte Halbleiteranordnung nach cincm 
der Anspruche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet, 
daQ das Gate als MIS-Gate ausgebildet 1st. 
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Abstract (Basic) : DE 4101167 A 

The layout for CMOS FETs features a single gate 
contact and a common drain contact for both transistors. 
The layout is applicable for a variety of semiconductors 
materials and may be configured either vertically or 
laterally- The lateral arrangement for silicon comprises 
a silicon substrate (1) with an overlying undoped SiGe 
buffer layer covered by intrinsic Si (24), SiGe (25), and 
Si (26) layers. P-type (27, 28) and n-type (29,30) regions 
are formed by implantation and extend to the i-Si layer 
(24) and the i-SiGe layer (25) respectively to enable the 
formation of two dimensional electron or hole (p or n) 
channels. 

The p and n-type regions are covered by metallic areas 
forming a common drain contact (36), separate n and p-type 
source contacts (21, 28) and a single gate (39,40) contact, 
the latter being arranged to overlap the implanted p and n- 
type regions to assist channel formation. 

ADVANTAGE - Reduces contact width^and substrate 
area required for CMOS FETs. 



